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(57)【要約】
【課題】低抵抗化及び小型化を実現できる半導体モジュ
ールを提供する。
【解決手段】インターポーザー１０の第１面１０ａ上に
、能動面を対向させてＩＣチップ１２が実装される。Ｉ
Ｃチップ１２は、裏面１２ｂ側に受動部品１４’が搭載
される接続パッド１８を有し、インターポーザー１０は
、第１面１０ａに導電接続部２１を有する。ＩＣチップ
１２の裏面１２ｂとインターポーザー１０の第１面１０
ａとを結ぶ傾斜面４１と、傾斜面４１を介して接続パッ
ド１８と導電接続部２１とを電気的に接続する接続配線
２５とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターポーザーの第１面上に、能動面を対向させてＩＣチップが実装された半導体モ
ジュールであって、
　前記ＩＣチップは、裏面側に受動部品が搭載される接続パッドを有し、
　前記インターポーザーは、前記第１面に導電接続部を有し、
　前記ＩＣチップの裏面と前記インターポーザーの第１面とを結ぶ傾斜面と、
　前記傾斜面を介して前記接続パッドと前記導電接続部とを電気的に接続する接続配線と
を備えることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体モジュールにおいて、
　前記ＩＣチップと前記インターポーザーとは、異方性導電性フィルム、異方性導電性ペ
ースト、非導電性ペースト、アンダーフィル材のうちのいずれかからなる接合材により接
合されることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項３】
　請求項２記載の半導体モジュールにおいて、
　前記傾斜面は、前記接合材で形成されることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項４】
　請求項２記載の半導体モジュールにおいて、
　前記接合材は、少なくとも前記傾斜面で絶縁性を有することを特徴とする半導体モジュ
ール。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の半導体モジュールにおいて、
　前記ＩＣチップ及び前記受動部品を封止するモールド材を有することを特徴とする半導
体モジュール。
【請求項６】
　インターポーザーの第１面上に、能動面を対向させてＩＣチップが実装された半導体モ
ジュールの製造方法であって、
　前記ＩＣチップの裏面側に受動部品が搭載される接続パッドを形成する工程と、
　導電接続部が形成された前記インターポーザー上の前記第１面に前記ＩＣチップを搭載
する工程と、
　前記ＩＣチップの裏面と前記インターポーザーの第１面とを結ぶ傾斜面を形成する工程
と、
　前記傾斜面を介して前記接続パッドと前記導電接続部とを電気的に接続する接続配線を
形成する工程と、
　を有することを特徴とする半導体モジュールの製造方法。
【請求項７】
　請求項６記載の半導体モジュールの製造方法において、
　前記ＩＣチップと前記インターポーザーとは、異方性導電性フィルム、異方性導電性ペ
ースト、非導電性ペースト、アンダーフィル材のうちのいずれかからなる接合材により接
合されることを特徴とする半導体モジュールの製造方法。
【請求項８】
　請求項７記載の半導体モジュールの製造方法において、
　前記ＩＣチップと前記インターポーザーとの接合時に、前記ＩＣチップと前記インター
ポーザーとの間から前記接合材を溢出させて、前記傾斜面を形成することを特徴とする半
導体モジュールの製造方法。
【請求項９】
　請求項６から８のいずれかに記載の半導体モジュールの製造方法において、
　導電性材料を含む液状体を塗布して、前記接続パッド及び前記接続配線を一括的に形成
する工程を有することを特徴とする半導体モジュールの製造方法。
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【請求項１０】
　請求項６から８のいずれかに記載の半導体モジュールの製造方法において、
　液状の第２接合材を介して前記接続パッドと前記受動部品とを接合する工程と、
　導電性材料を含む液状体を塗布して前記接続配線を形成する工程と、
　前記第２接合材と前記接続配線形成材料を含む液状体とを一括して硬化させる工程とを
有することを特徴とする半導体モジュールの製造方法。
【請求項１１】
　請求項６から１０のいずれかに記載の半導体モジュールの製造方法において、
　前記第２接合材を印刷法、液滴吐出法、及びディスペンス法の少なくとも一つで塗布す
ることを特徴とする半導体モジュールの製造方法。
【請求項１２】
　請求項６から１１のいずれかに記載の半導体モジュールの製造方法において、
　前記接続配線を印刷法、液滴吐出法、及びディスペンス法の少なくとも一つを用いて形
成することを特徴とする半導体モジュールの製造方法。
【請求項１３】
　請求項６から１２のいずれかに記載の半導体モジュールの製造方法において、
　ＩＣウエハをダイシングして複数の前記ＩＣチップを形成する工程を有することを特徴
とする半導体モジュールの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体モジュール及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体モジュールは、インターポーザー上にＩＣチップ（半導体素子）、抵抗、
コンデンサ及びコイル等の受動部品を平面的に配置した構成となっている。また、ＩＣチ
ップに至っては、複数のＩＣチップを積層構造とすることにより小型化が図られており、
ＩＣチップとインターポーザーとの電気的な接続方法として、ワイヤーボンディングもし
くは貫通電極により行なうことが一般的に用いられる方法であった。
【０００３】
　特許文献１には、モジュール基材上にベアチップ半導体とボンディング対応の電極を有
する受動部品を実装し、これらのチップの電極上に設けたバンプによってマザーボードに
接続する方法が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、はんだバンプをキャリア上に設けることで各ＩＣチップを各接
続パッドでキャリアに接合できるような構成が開示されている。
　さらに、特許文献３には、半導体装置と該半導体装置を実装する配線基板との電気的な
接続を、配線基板に形成された貫通電極により行なうことが開示されている。
【特許文献１】特開平１１－２２００８９号公報
【特許文献２】特開平５－２０６３７９号公報
【特許文献３】特開２００２－３５９３４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述したような従来技術には、以下のような問題が存在する。
　近年、ＩＣチップ及び受動部品の高集積化に伴いＩＣチップ等の外部接続端子が狭小化
、狭ピッチ化される傾向にあり、それに従いインターポーザー上に形成される配線パター
ンも狭ピッチ化される傾向にある。このような構成では、半導体モジュールとしての小型
化を図ることは困難であるとともに、配線間の短絡の虞もあることから品質信頼性の問題
もあった。
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【０００６】
　ＩＣチップを高密度実装することを目的として、複数のＩＣチップを一つのＩＣパッケ
ージに３次元的に納めるシステムインパッケージ（Ｓｙｓｔｅｍ ｉｎ Ｐａｃｋａｇｅ；
ＳｉＰ）の実用化が進められてきている。このＳＩＰ技術は、超小型化を必須とする携帯
電話やデジタルカメラなどのモバイル製品を中心に急速に広まってきており、異機種チッ
プの混載や大容量メモリの搭載等を可能とすることにより、機器の小型軽量化を図ること
ができるというものである。
【０００７】
　最近においては、ＳＩＰ技術を応用してＩＣチップ上に複数の受動部品を搭載した形態
が提案され始めている。この構成では、搭載した受動部品の電極とインターポーザーの電
極とがワイヤーボンディングにより接続されている。しかしながら、受動部品の上部に設
けられた電極上からボンディングワイヤが直接配されることから、ボンディングワイヤの
ループ高さ分だけ半導体モジュールの厚みが増していた。
　また、ボンディングワイヤは線径が微小であるため、電気抵抗が大きくなるという問題
もある。
　このようなことから、電気抵抗値を小さくしつつ半導体モジュールの薄型化（小型化）
を図ることが課題となっていた。
【０００８】
　本発明は、以上のような点を考慮してなされたもので、低抵抗化及び小型化を実現でき
る半導体モジュール及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために本発明は、以下の構成を採用している。
　本発明の半導体モジュールは、インターポーザーの第１面上に、能動面を対向させてＩ
Ｃチップが実装された半導体モジュールであって、前記ＩＣチップは、裏面側に受動部品
が搭載される接続パッドを有し、前記インターポーザーは、前記第１面に導電接続部を有
し、前記ＩＣチップの裏面と前記インターポーザーの第１面とを結ぶ傾斜面と、前記傾斜
面を介して前記接続パッドと前記導電接続部とを電気的に接続する接続配線とを備えるこ
とを特徴とするものである。
　従って、本発明の半導体モジュールでは、接続パッドと導電接続部とがＩＣチップの裏
面、傾斜面、インターポーザーの第１面に沿って形成された接続配線によって電気的に接
続されるため、ボンディングワイヤを用いた場合のように、ループ高さ分だけ厚さが増加
することがなく薄型化を実現できるとともに、ボンディングワイヤと比較して接続配線の
断面積を大きくできるため、電気抵抗値を小さくすることも可能になる。
　加えて、本発明では、段差があるＩＣチップの裏面とインターポーザーの第１面との間
に傾斜面を設け、この傾斜面に接続配線が形成されることから接続配線が屈曲せず、応力
集中による断線等が生じることなく、信頼性の高い半導体モジュールを得ることが可能に
なる。
【００１０】
　また、本発明では、前記ＩＣチップと前記インターポーザーとが、異方性導電性フィル
ム、異方性導電性ペースト、非導電性ペースト、アンダーフィル材のうちのいずれかから
なる接合材により接合される構成を採用できる。
　これにより、本発明では、ＩＣチップがインターポーザーにフリップチップ実装される
場合、アンダーフィル材を除くこれら樹脂系接合材（ＡＣＦ、ＡＣＰ、ＮＣＰ）からなる
接合材を介してＩＣチップがインターポーザー上に密着固定される。したがって、ＩＣチ
ップのインターポーザーに対する接合強度を向上させることができる。導電性粒子を含む
ＡＣＦ、ＡＣＰにより、フリップチップ実装時に熱圧着することで、圧着部分、つまり、
ＩＣチップとインターポーザーとの接続部分における接続方向に対しては導電性を示す一
方、接続部分に直交する方向に対しては絶縁性という電気的異方性を示すことになる。電
気的異方性は、ＩＣチップ及びインターポーザーの電極端子間に少なくとも一つの導電性
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粒子が存在することによって可能となる。これらのことから、対向するＩＣチップ及びイ
ンターポーザーの電極端子同士を電気的に導通させるだけでなく、接続部分を機械的に固
定することができる。一方、ＮＣＰは非導電性であるので、接続してはいけないインター
ポーザーの電極とＩＣチップの電極端子との絶縁保護を図ることができる。
　また、接合材としてアンダーフィル材を用いる場合には、ＩＣチップ及びインターポー
ザー間に生じる熱膨張係数の相違により生じる応力を吸収することができる。これにより
、ヒートサイクル等の熱的応力に対する接続信頼性の向上、及び衝撃や折り曲げ等の物理
的応力に対する接続信頼性の向上を図ることができる。
【００１１】
　前記傾斜面としては、前記接合材で形成される構成も好適に採用できる。
　この場合、前記接合材は、少なくとも前記傾斜面で絶縁性を有する構成が好ましい。
　これにより、本発明では、傾斜面を形成するための樹脂等を別途塗布する必要がなくな
り、製造効率の向上に寄与できる。また、本発明では、傾斜面が絶縁性を有することによ
り、複数の接続配線を形成した場合でも、短絡を防止することができる。
【００１２】
　また、本発明では、前記ＩＣチップ及び前記受動部品を封止するモールド材を有する構
成も好適に採用できる。
　これにより、本発明では、ＩＣチップ及び受動部品をモールド材によって封止すること
でパッケージ化されることから、ＩＣチップ及び受動部品に対する機械的又は化学的な保
護が得られるとともに、取り扱いも容易となる。
【００１３】
　一方、本発明の半導体モジュールの製造方法は、インターポーザーの第１面上に、能動
面を対向させてＩＣチップが実装された半導体モジュールの製造方法であって、前記ＩＣ
チップの裏面側に受動部品が搭載される接続パッドを形成する工程と、導電接続部が形成
された前記インターポーザー上の前記第１面に前記ＩＣチップを搭載する工程と、前記Ｉ
Ｃチップの裏面と前記インターポーザーの第１面とを結ぶ傾斜面を形成する工程と、前記
傾斜面を介して前記接続パッドと前記導電接続部とを電気的に接続する接続配線を形成す
る工程と、を有することを特徴とするものである。
　従って、本発明の半導体モジュールの製造方法では、接続パッドと導電接続部とがＩＣ
チップの裏面、傾斜面、インターポーザーの第１面に沿って形成された接続配線によって
電気的に接続されるため、ボンディングワイヤを用いた場合のように、ループ高さ分だけ
厚さが増加することがなく薄型化を実現できるとともに、ボンディングワイヤと比較して
接続配線の断面積を大きくできるため、電気抵抗値を小さくすることも可能になる。
　加えて、本発明では、段差があるＩＣチップの裏面とインターポーザーの第１面との間
に傾斜面を設け、この傾斜面に接続配線が形成されることから接続配線が屈曲せず、応力
集中による断線等が生じることなく、信頼性の高い半導体モジュールを得ることが可能に
なる。
【００１４】
　前記ＩＣチップと前記インターポーザーとしては、異方性導電性フィルム、異方性導電
性ペースト、非導電性ペースト、アンダーフィル材のうちのいずれかからなる接合材によ
り接合される構成を好適に採用できる。
　これにより、本発明では、ＩＣチップがインターポーザーにフリップチップ実装される
場合、アンダーフィル材を除くこれら樹脂系接合材（ＡＣＦ、ＡＣＰ、ＮＣＰ）からなる
接合材を介してＩＣチップがインターポーザー上に密着固定される。したがって、ＩＣチ
ップのインターポーザーに対する接合強度を向上させることができる。導電性粒子を含む
ＡＣＦ、ＡＣＰにより、フリップチップ実装時に熱圧着することで、圧着部分、つまり、
ＩＣチップとインターポーザーとの接続部分における接続方向に対しては導電性を示す一
方、接続部分に直交する方向に対しては絶縁性という電気的異方性を示すことになる。電
気的異方性は、ＩＣチップ及びインターポーザーの電極端子間に少なくとも一つの導電性
粒子が存在することによって可能となる。これらのことから、対向するＩＣチップ及びイ
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ンターポーザーの電極端子同士を電気的に導通させるだけでなく、接続部分を機械的に固
定することができる。一方、ＮＣＰは非導電性であるので、接続してはいけないインター
ポーザーの電極とＩＣチップの電極端子との絶縁保護を図ることができる。
　また、接合材としてアンダーフィル材を用いる場合には、ＩＣチップ及びインターポー
ザー間に生じる熱膨張係数の相違により生じる応力を吸収することができる。これにより
、ヒートサイクル等の熱的応力に対する接続信頼性の向上、及び衝撃や折り曲げ等の物理
的応力に対する接続信頼性の向上を図ることができる。
【００１５】
　また、本発明では、前記ＩＣチップと前記インターポーザーとの接合時に、前記ＩＣチ
ップと前記インターポーザーとの間から前記接合材を溢出させて、前記傾斜面を形成する
手順も好適に採用できる。
　これにより、本発明では、傾斜面を形成するための樹脂等を別途塗布する工程を設ける
必要がなくなり、製造効率の向上に寄与できる。また、本発明では、傾斜面に絶縁性を保
持させることにより、複数の接続配線を形成した場合でも、短絡を防止することができる
。
【００１６】
　さらに、本発明では、導電性材料を含む液状体を塗布して、前記接続パッド及び前記接
続配線を一括的に形成する工程を有する手順も好適に採用できる。
　これにより、本発明では、接続パッド及び接続配線をそれぞれ個別に形成する工程を設
ける必要がなくなり、製造効率の向上に寄与できる。
【００１７】
　また、本発明では、液状の第２接合材を介して前記接続パッドと前記受動部品とを接合
する工程と、導電性材料を含む液状体を塗布して前記接続配線を形成する工程と、前記第
２接合材と前記接続配線形成材料を含む液状体とを一括して硬化させる工程とを有する手
順も好適に採用できる。
　これにより、本発明では、第２接合材を硬化させて接続パッド２に受動部品を固定させ
る工程と、接続配線を硬化させる工程をそれぞれ個別に設ける必要がなくなり、製造効率
の向上に寄与できる。
【００１８】
　前記第２接合材の塗布方法としては、印刷法、液滴吐出法、及びディスペンス法の少な
くとも一つを選択することができる。
　また、接続配線の形成方法としては、印刷法、液滴吐出法、及びディスペンス法の少な
くとも一つを用いることができる。　
【００１９】
　また、本発明では、ＩＣウエハをダイシングして複数の前記ＩＣチップを形成する工程
を有する手順も好適に採用できる。
　これにより、本発明では、一枚のＩＣウエハに複数のＩＣチップを一括して形成できる
ため、複数のＩＣを効果的に短時間で形成でき、製造効率の向上に寄与できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の半導体モジュール及びその製造方法の実施の形態を、図１ないし図６を
参照して説明する。
　なお、以下の説明に用いる各図面では、各部材を認識可能な大きさとするため、各部材
の縮尺を適宜変更している。
　図１は、本実施の形態における半導体モジュールの構成を示す斜視図であって、図２は
、半導体モジュールの概略構成を示す側断面図である。また、図３は、接続配線の態様を
示す拡大平面図である。
【００２１】
　本実施形態の半導体モジュール１は、図１に示すように、インターポーザー１０と、Ｉ
Ｃチップ１２と、複数の受動部品１４，１４’と、さらにこれらＩＣチップ１２及び受動
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部品１４，１４’を埋め込むようにして、インターポーザー１０の主面（第１面）１０ａ
全体に形成されるモールド材１６とからなるシステムインパッケージ（ＳｉＰ）の構成を
なすものである。ＩＣチップ１２上に搭載される受動部品１４’は、後述する配線方式に
よりインターポーザー１０と電気的に接続されている。
【００２２】
　インターポーザー１０は平面視矩形状を呈し、その主面１０ａの略中央に、能動面１２
ａ側を対向させたＩＣチップ１２が実装されている。ＩＣチップ１２は、インターポーザ
ー１０の長辺より短い長辺を有する平面視矩形状を呈しており、その長辺をインターポー
ザー１０の長辺に沿わせた方向で搭載されている。ＩＣチップ１２は、上述したように、
その能動面１２ａをインターポーザー１０の主面１０ａと対向させた状態でフリップチッ
プ実装され、能動面１２ａ及び主面１０ａ間に介在する接合材１５によって、インターポ
ーザー１０上へと固定されている。
【００２３】
　インターポーザー１０の主面１０ａには、ＩＣチップ１２の他にも複数の受動部品１４
が搭載されている。これら受動部品１４は、ＩＣチップ１２の周辺部に配置されるととも
にインターポーザー１０の各辺に沿って配列されている。さらに、ＩＣチップ１２及び受
動部品１４とは干渉しない位置に、水晶振動子等の発振素子２４が搭載されている。この
ような発振素子２４を用いた発振回路を形成することで、半導体モジュール１の発振動作
が安定化される。
【００２４】
　また、ＩＣチップ１２の能動面１２ａと逆側に位置する裏面１２ｂ上には、複数の受動
部品１４’が搭載されている。
　ＩＣチップ１２に搭載される受動部品１４’は、ＩＣチップ１２の二つの長辺に沿って
配置され、接続配線２５を介してインターポーザー１０側と電気的な接続が得られる構成
となっている。
　ここで、受動部品１４，１４’は、例えば、プルダウン抵抗やプルアップ抵抗等の抵抗
、カップリングコンデンサ等のコンデンサ、コイル、インダクタであって、これら受動部
品１４，１４’は、図１に示すように一対の電極１４ａ，１４ａを有したものである。
【００２５】
　次に、図１～３に基づいて半導体モジュール１の構成についてより詳しく説明する。
　インターポーザー１０は、例えばガラス繊維を含んだエポキシ樹脂（ガラス・エポキシ
樹脂）のような汎用樹脂を主体として構成された配線基板であって、各種電子機器のマザ
ーボードに実装する際の中継基板として機能するものである。
【００２６】
　図２に示すように、インターポーザー１０の裏面１０ｂ側には、後述の主面１０ａ側に
おける所定のインターポーザー側接続パッド部１９及び接続パッド２１に接続された電極
部２７が形成されており、それぞれの電極部２７上にバンプボール等を接続することで構
成される電極端子２６を複数有している。このインターポーザー１０の電極端子２６が、
半導体モジュール１の外部接続端子として機能することになる。
【００２７】
　インターポーザー１０の主面１０ａ（上面）には、配線（図示略）及びＩＣチップ接続
用電極２２が形成されている。さらに、このＩＣチップ接続用電極２２を避けるようにし
て、受動部品１４を搭載するためのインターポーザー側接続パッド部１９と、接続配線２
５によりＩＣチップ１２との電気的な接続を得るための接続パッド（導電接続部）２１と
が形成されている。
【００２８】
　インターポーザー側接続パッド部１９は、図１に示すように、搭載すべき受動部品１４
の数に応じて主面１０ａの周縁に配列されている。インターポーザー側接続パッド部１９
は、Ａｌ（アルミニウム）やＡｕ（金）等より平面視矩形状に形成される一対の電極パッ
ド１９ａ，１９ａにより構成されてなるものである。そして、各電極パッド１９ａ，１９
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ａは、その配置方向をインターポーザー１０の各辺に沿わせた状態で互いに所定間隔をお
いて配置されている。このインターポーザー側接続パッド部１９の構成材料については、
インターポーザー側接続パッド部１９に必要とされる電気的特性及び物理的特性に応じて
適宜変更が可能である。また、接続配線２５の材質によっても適宜変更可能となっている
。
【００２９】
　このようなインターポーザー側接続パッド部１９上に受動部品１４が搭載されるのであ
るが、このとき、受動部品１４は、その各電極１４ａ，１４ａが一対の電極パッド１９ａ
，１９ａにそれぞれ接続するような方向で配置される。そのため、電極パッド１９ａ，１
９ａの配置間隔を受動部品１４の電極１４ａ，１４ａの位置に合わせて適宜設定されるよ
うにする。
【００３０】
　図２に示すように、受動部品１４はインターポーザー側接続パッド部１９上に供給され
る接着材５を介して搭載されている。接着材５としては、無鉛はんだや導電性を有する樹
脂等が用いられ、印刷法、ディスペンス（定量吐出）及びインクジェット法のいずれかに
てインターポーザー側接続パッド部１９上に供給される。このような材料を用いることに
より、受動部品１４の各電極１４ａ，１４ａが、各インターポーザー側接続パッド部１９
の電極パッド１９ａ，１９ａとそれぞれ電気的に接続されるとともに、インターポーザー
１０に対して受動部品１４が機械的に固定されることになる。なお、接着材５に関して、
環境に配慮する意味では無鉛はんだが好ましい。
【００３１】
　接続パッド２１は、図１及び図２に示すように、Ａｌ又はＡｕ等から例えば平面視矩形
状に形成され、インターポーザー１０の主面１０ａの二つの長辺に沿うとともに少なくと
もインターポーザー側接続パッド部１９よりも内方側（ＩＣチップ１２の近傍）に配置さ
れている。本実施形態における接続パッド２１は、後述の接続配線２５と同様の材料であ
ることが好ましい。
【００３２】
　そして、インターポーザー１０には、これらＩＣチップ接続用電極２２、インターポー
ザー側接続パッド部１９及び接続パッド２１を露出させるようにして主面１０ａ全体を覆
う絶縁層２が設けられている。本実施形態における絶縁層２は、ＳｉＯ２等により０．１
μｍ～１．０μｍ程度の厚さで形成されている。
　このような構成をなすインターポーザー１０の主面１０ａ上にＩＣチップ１２が搭載さ
れる。
【００３３】
　ＩＣチップ１２は、図１及び図２に示すように、シリコンにより所定の厚さを有して平
面視矩形状に形成され、その能動面１２ａ側にトランジスタやメモリ部、その他の電子部
品からなる集積回路（不図示）が形成されてなるものである。能動面１２ａには、複数の
電極端子１３が形成されている。電極端子１３は、能動面１２ａに形成された不図示の電
極上の所定箇所に、金バンプ若しくははんだバンプ等が形成されることにより構成され、
断面視において円形状又は正方形状を呈している。そして、これら電極端子１３の下方に
は集積回路が形成されないようになっている。
【００３４】
　一方、ＩＣチップ１２の能動面１２ａとは反対側の面（裏面１２ｂ）には、その周縁に
、複数のＩＣチップ側接続パッド部（接続パッド）１８と、パッド間配線１７とが形成さ
れている。ＩＣチップ側接続パッド部１８は、上記したインターポーザー側接続パッド部
１９と同様の構成をなしている。パッド間配線１７は、複数のＩＣチップ側接続パッド部
１８のうちのいずれかを繋ぐようにして形成されている。
【００３５】
　ＩＣチップ側接続パッド部１８は、Ａｌ（アルミニウム）やＡｕ（金）等より平面視矩
形状に形成される一対の電極パッド１８ａ，１８ａを有してなり、各電極パッド１８ａ，
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１８ａの配置方向が裏面１２ｂの二つの長辺に沿うようにして配列されている。このＩＣ
チップ側接続パッド部１８の構成材料についても、ＩＣチップ側接続パッド部１８に必要
とされる電気的特性及び物理的特性に応じて適宜変更が可能であるとともに、後述する接
続配線２５の材質によっても適宜変更可能となっている。
【００３６】
　そして、このようなＩＣチップ側接続パッド部１８には、当該ＩＣチップ側接続パッド
部１８上に供給される接着材（第２接合材）５を介して受動部品１４’が搭載されている
。このとき、図３に示すように、受動部品１４’の各電極１４ａ，１４ａがＩＣチップ側
接続パッド部１８の各電極パッド１８ａ，１８ａにそれぞれ接続されるようにして配置さ
れる。
【００３７】
　また、図１に示すように、ＩＣチップ１２の裏面１２ｂには、所定のＩＣチップ側接続
パッド部１８間を繋ぐようにして配されるパッド間配線１７が形成されている。パッド間
配線１７は、金、銀、銅、ニッケルのうちのいずれか１つ、或いは２つ以上を組み合わせ
てなる材料から構成され、めっき法、印刷法、インクジェット法、スパッタ法、ディスペ
ンス法のいずれかにより形成されたものである。ここで例えば、パッド間配線１７の構成
材料をニッケル－金とした場合、本実施形態においては、ニッケルが５．０μｍ、金が０
．２～１．０μｍ程度の厚みを有して形成される。このような材料を用いることで、安価
に且つ接続信頼性に優れた配線を形成することができる。
　なお、必要に応じてパッド間配線１７の表面にレジスト（絶縁層）を設けてもよく、こ
れにより、電流リークの発生、酸素や水分等による浸食等が防止されるので安定した接続
が可能となる。
【００３８】
　このようなＩＣチップ１２は、電極端子１３がインターポーザー１０側のＩＣチップ接
続用電極２２に対して接続されるように、インターポーザー１０上に実装されている。Ｉ
Ｃチップ１２は、能動面１２ａ側に形成された電極端子１３とインターポーザー１０側の
ＩＣチップ接続用電極２２とが接続することによって、インターポーザー１０側との電気
的な導通を得ている。そして、ＩＣチップ１２は、ＩＣチップ１２の能動面１２ａとイン
ターポーザー１０の主面１０ａとの隙間に充填される接合材１５を介してインターポーザ
ー１０へと固定された構成となっている。
【００３９】
　接合材１５には、異方性導電フィルム（ＡＣＦ：Anisotropic Conductive Film）、異
方性導電ペースト（ＡＣＰ：Anisotropic Conductive Paste）及び非導電性ペースト（Ｎ
ＣＰ：Non-Conductive Paste）、アンダーフィル材のうちのいずれかが用いられている。
【００４０】
　ここで、ＡＣＦ、ＡＣＰを用いる場合には、含まれる導電性粒子により、ＩＣチップ１
２の電極端子１３とインターポーザー１０のＩＣチップ接続用電極２２との接続部分にお
ける接続方向に対しては導電性を示す一方、接続部分に直交する方向に対しては絶縁性と
いう電気的異方性を示すことになる。電気的異方性は、ＩＣチップ１２の電極端子１３と
インターポーザー１０のＩＣチップ接続用電極２２との間に少なくとも一つの導電性粒子
が存在することによって可能となる。そのため、対向する電極端子１３及びＩＣチップ接
続用電極２２同士を電気的に導通させるだけでなく、接続部分が機械的に固定される。
【００４１】
　また、接合材１５としてＮＣＰ及びアンダーフィル材を用いる場合には、電極端子１３
及びＩＣチップ接続用電極２２との接続を保持した状態で、ＩＣチップ１２及びインター
ポーザー１０を固定させることができる。また、ＮＣＰ及びアンダーフィル材は非導電性
であるので、接続されてはならないインターポーザー１０側の電極とＩＣチップ１２側の
電極との絶縁保護を図ることができる。
【００４２】
　このようにして、ＩＣチップ１２がインターポーザー１０に対してフリップチップ実装
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されることによって、ＩＣチップ１２の能動面１２ａがインターポーザー１０側と電気的
に接続されている。
【００４３】
　また、ＩＣチップ１２の周囲には、シリコン等、絶縁性を有する樹脂材で裾拡がり形状
で形成された裾部４０が全周に亘って設けられている。この裾部４０は、ＩＣチップ１２
の裏面１２ｂとインターポーザー１０の主面１０ａとを結ぶ傾斜面４１を有している。こ
の傾斜面４１は、ＩＣチップ１２の裏面１２ｂの端縁を起端とし、後述する接続パッド２
１よりもＩＣチップ１２側でインターポーザー１０の主面１０ａに接面するように形成さ
れている。
【００４４】
　そして、上記の接続配線２５は、一端がＩＣチップ側接続パッド部１８に接続され、図
１乃至図３に示すように、ＩＣチップ１２の裏面１２ｂ、裾部４０の傾斜面４１及びイン
ターポーザー１０の主面１０ａに沿って延びて配置され、他端が接続パッド２１に接続さ
れている。接続配線２５としては、パッド間配線１７と同様に、金、銀、銅、ニッケルの
うちのいずれか１つ、或いは２つ以上を組み合わせてなる材料から構成され、めっき法、
印刷法、インクジェット法、スパッタ法、ディスペンス法のいずれかにより形成されたも
のである。
　なお、本実施形態では裾部４０は、ＩＣチップ１２の周囲に全周に亘って設けられてい
るが、接続配線２５が配置されない領域でのＩＣチップ１２の端縁については必ずしも設
ける必要はない。
【００４５】
　モールド材１６は、ＩＣチップ１２、受動部品１４，１４’及び発振素子２４の全てを
埋め込むようにして、インターポーザー１０の主面１０ａ上に形成されている。モールド
材１６としては、所定の粒径のシリカを分散させた熱硬化型エポキシ系樹脂からなるもの
を使用する。このように、モールド材１６によって、ＩＣチップ１２、受動部品１４，１
４’及び発振素子２４を封止することにより、これらＩＣチップ１２、受動部品１４，１
４’及び発振素子２４に対する機械的又は化学的な保護を得ることができる。
【００４６】
　このような構成の半導体モジュール１は、インターポーザー１０に接続される電極端子
２６を介して各種電子機器のマザーボードに実装されることになる。
　なお、ＩＣチップ接続用電極２２及び電極部２７は、主面１０ａ及び裏面１０ｂの周辺
部にそれぞれ形成される電極素子から引き廻された再配置配線の一部が電極として機能す
るものである。本実施形態において、電極素子及び再配置配線についての説明は省略して
あるがこれは従来公知の構成である。
【００４７】
　次に、本実施形態の半導体モジュールの製造方法について説明する。
　図４は、ＩＣチップの基体（基板本体）となるシリコンＩＣウェハ及びインターポーザ
ーの基体となる配線基板を示す斜視図である。また、図５，６は、本実施の形態における
半導体モジュールの製造手順を示す工程図である。
　半導体モジュール１を製造するには、まず、ＩＣチップ１２を製造する必要がある。そ
のため、まず最初にＩＣチップ１２の製造方法について、図４に基づいて説明し、適宜図
２を参照する。
【００４８】
　ＩＣチップ１２は、ウエハの状態において一括して配線、ＩＣチップ側接続パッド部１
８及びバンプ等の形成を行ってから個々のＩＣチップに分離する、いわゆるＷ－ＣＳＰ（
Wafer level Chip Scale Package）技術を利用して形成される。
【００４９】
　ＩＣチップ１２を製造するにあたっては、まず、図４に示すような単結晶シリコンから
なるシリコンＩＣウエハ４を用意する。そして、その主面４ａ（ＩＣチップ１２の能動面
１２ａに相当）に集積回路及び電極を形成し、その後、集積回路、電極を覆うようにして
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シリコンＩＣウエハ４上にパッシベーション膜を一面に形成する。このシリコンＩＣウエ
ハ４は、ダイシングラインＬによって区画される複数のＩＣチップ形成領域３を有してな
るものである。そして、裏面４ｂにおけるＩＣチップ形成領域３毎に所定数の電極端子１
３（図２参照）が存在するように構成される。なお、図４において、集積回路、電極、パ
ッシベーション膜の図示は省略するものとする。
【００５０】
　そして、図２に示すように、電極端子１３を、主面４ａの各ＩＣチップ形成領域３の周
辺部に位置する不図示の電極上に、金バンプ若しくははんだバンプ等を公知の方法で所定
高さに一括形成する。また、その高さは適宜設定されるものとするが、全てのバンプの高
さを均一として所定パターンで形成する。
【００５１】
　次に、シリコンＩＣウエハ４の裏面４ｂ（ＩＣチップ１２の裏面１２ｂに相当）側にお
いて、ＩＣチップ形成領域３毎にパッド間配線１７及びＩＣチップ側接続パッド部１８を
形成し、必要に応じてパッド間配線１７上にレジストを形成する。その後、シリコンＩＣ
ウエハ４をダイシングラインＬに沿ってダイシング（切断）することによって、図２に示
すようなＩＣチップ１２（ただし、受動部品１４は搭載されていない）が複数形成される
。このようにして、ＩＣチップ１２を用意する。
【００５２】
　次に、半導体モジュール１を製造するには、上記したＩＣチップ１２、複数の受動部品
１４，１４’を揃え、さらに、図４に示すような、複数のインターポーザー１０を多面取
り可能な配線基板３０（インターポーザーシート）を用意する。
【００５３】
　配線基板３０は、ダイシングラインＬによって区画される複数のインターポーザー領域
３１を有してなるもので、その主面３０ａには、インターポーザー領域３１毎に所定数の
接続パッド、インターポーザー側接続パッド部が形成されている。一方、裏面３０ｂには
電極端子が既に形成されているものとする。図４において、電極端子、接続パッド、イン
ターポーザー側接続パッド部の図示は省略する。
【００５４】
　以下の説明において、半導体モジュール１の製造工程の説明をより分かり易くするため
に、図４とともに図５，６を参照し、配線基板３０上における１つのインターポーザー領
域３１における構成に着目して説明する。ここで、図５，６に示す工程図は、配線基板３
０上における１つのインターポーザー領域３１における構成を中心に図示してある。
【００５５】
　まず、図４及び図５（ａ）に示すように、配線基板３０の主面３０ａにおける各インタ
ーポーザー領域３１の所定箇所にフリップチップ方式でＩＣチップ１２を実装し、ＩＣチ
ップ１２の電極端子１３と配線基板３０のＩＣチップ接続用電極２２とを接続する。その
後、図５（ｂ）に示すように、ＩＣチップ１２と配線基板３０との隙間に、本実施形態に
おいては、アンダーフィル樹脂（アンダーフィル材）からなる接合材１５を充填する。続
いて、加熱及び硬化させることにより、ＩＣチップ１２側の電極端子１３と配線基板３０
側のＩＣチップ接続用電極２２とが接合して導通が得られる。接合材１５としてアンダー
フィル樹脂を用いることにより、熱的応力、物理的応力に対して接続信頼性が保持される
。また、低温且つ短時間で硬化させることができるので、他の電子部品へ与える影響を低
く抑えることができる。
【００５６】
　また、電極端子１３とＩＣチップ接続用電極２２との接続は、配線基板３０上に異方性
導電性樹脂又は非導電性樹脂等からなる接合材を予め塗布しておき、この接合材を加熱或
いは溶融させることによっても可能となる。このとき、加熱加圧及び超音波振動を印加す
ることにより、ＩＣチップ１２の電極端子１３が配線基板３０側の所定のＩＣチップ接続
用電極２２上にある接合材を排除し、ＩＣチップ１２側の電極端子１３が配線基板３０側
のＩＣチップ接続用電極２２と接合または接触することにより導通が得られる。
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　この場合は、アンダーフィル樹脂による接合材１５を充填する工程が不要となる。
【００５７】
　次に、図５（ｃ）に示すように、ＩＣチップ１２の周囲に絶縁性の樹脂材をスクリーン
印刷等により塗布して裾部４０を形成する。樹脂材の塗布方法としては、上記した印刷法
、ディスペンス（定量吐出）及びインクジェット法等を用いることができる。また、樹脂
材としては、傾斜面４１の形状が保持できる程度の大きさの粘度を有するものを用いるこ
とが好ましい。また、傾斜面４１の形状を保持するために、予備的に乾燥を行ってもよい
。
【００５８】
　続いて、図６（ａ）に示すように、ＩＣチップ１２のＩＣチップ側接続パッド部１８及
び配線基板３０のインターポーザー側接続パッド部１９上に接着材５を供給するとともに
、ＩＣチップ側接続パッド部１８及び接続パッド２１を接続する接続配線２５の形成材料
を含む液状体を塗布する。接着材５の供給方法としては、上記した印刷法、ディスペンス
（定量吐出）及びインクジェット法のいずれかにてＩＣチップ側接続パッド部１８及びイ
ンターポーザー側接続パッド部１９上に供給するものとする。
　また、接続配線２５の形成材料を含む液状体を塗布する方法としては、ここではスクリ
ーン印刷を用い、ＩＣチップ側接続パッド部１８、ＩＣチップ１２の裏面１２ｂ、裾部４
０の傾斜面４１及びインターポーザー１０の主面１０ａ、及びインターポーザー側接続パ
ッド部１９上に、銀ペーストを塗布配置する。
【００５９】
　そして、図６（ｂ）に示すように、接着材５の上に受動部品１４，１４’をそれぞれ搭
載（接合）し、受動部品１４’及びＩＣチップ側接続パッド部１８、受動部品１４及びイ
ンターポーザー側接続パッド部１９を接着材５を介して電気的に接続させる。なお、受動
部品１４，１４’の搭載には、既存のＳＭＴ(Surface Mounting Technology)マウンター
やダイボンダーを用いることができる。
【００６０】
　この後、例えば３００℃／６０分加熱することにより、接着材５及び接続配線２５を一
括して硬化させる。
　これにより、受動部品１４’，１４がそれぞれＩＣチップ側接続パッド部１８、インタ
ーポーザー側接続パッド部１９上に固定されるとともに、ＩＣチップ側接続パッド部１８
と接続パッド２１とを電気的に接続する接続配線２５が成膜され、この接続配線２５を介
して受動部品１４’とＩＣチップ１２（インターポーザー１０）とが電気的に接続される
。
【００６１】
　次に、配線基板３０をモールド金型（図示略）に装着して、図２に示したように、ＩＣ
チップ１２及び受動部品１４，１４’を埋め込むようにして、配線基板３０の主面３０ａ
上をモールド材１６で封止する。モールド金型へモールド材１６を注入させる方法は、サ
イドゲートとよばれる通路から溶融しながら流し込むトランスファモールド方式が一般的
であって、このような方式を用いてＩＣチップ１２や受動部品１４，１４’をモールド材
１６で封止してパッケージ化する。モールド材１６としては、所定の粒径のシリカを分散
させた熱硬化型エポキシ系樹脂からなるものを使用する。
　モールド材１６の形成方法としては、上記したモールド金型によるものではなく、スピ
ンコートによる成膜やドライフィルム等を貼着することによっても可能である。
【００６２】
　その後、配線基板３０をダイシングラインＬに沿ってダイシングする。具体的には、ダ
イヤモンドブレード４０を用いて切断するものとしており、ダイシングにより配線基板３
０を個片化することにより、図１及び図２に示すような半導体モジュール１が複数得られ
る。
　なお、配線基板３０をダイシングした後にモールド材１６による封止を行ってもよい。
【００６３】
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　以上、説明したように、本実施形態では、接続配線２５によってＩＣチップ側接続パッ
ド部１８と接続パッド２１とを電気的に接続するため、ワイヤーボンディングを用いた場
合のように、ループ高さ分だけ半導体モジュールの厚みが増すことを防止できるとともに
、線径が微小であるため電気抵抗が大きくなってしまうことを防止でき、電気抵抗値が抑
えられた小型（薄型）の半導体モジュールを得ることができる。
【００６４】
　また、本実施形態では、段差が生じるＩＣチップ１２の裏面１２ｂと、インターポーザ
ー１０の主面１０ａとの間に接続配線２５を形成するにあたって、裾部４０により傾斜面
４１を形成し、この傾斜面４１上に接続配線２５を成膜しているため、接続配線２５の屈
曲する角度が鈍角になり、接続配線２５への応力集中を緩和することができる。従って、
本実施形態では、接続配線２５に断線等が生じることを抑制でき、信頼性の高い半導体モ
ジュールを製造することが可能になる。
　さらに、本実施形態では、裾部４０を絶縁材で形成することにより、傾斜面４１に複数
の接続配線２５を設けることが可能になり、高密度化を実現できる。
【００６５】
　また、本実施形態では、ＩＣチップ１２とインターポーザー１０との接合にアンダーフ
ィル材からなる接合材１５を用いることにより、ＩＣチップ１２及びインターポーザー１
０間に生じる熱膨張係数の相違により生じる応力を吸収することができる。これにより、
ヒートサイクル等の熱的応力に対する接続信頼性の向上、及び衝撃や折り曲げ等の物理的
応力に対する接続信頼性の向上を図ることができる。
【００６６】
　また、本実施形態では、接着材５及び接続配線２５を一括して硬化させているため、接
続配線２５の焼成工程と、受動部品１４，１４’の固定工程とを個別に実施する必要がな
くなり、生産性の向上に寄与できる。
【００６７】
　以上、添付図面を参照しながら本発明に係る好適な実施形態について説明したが、本発
明は係る例に限定されないことは言うまでもない。上述した例において示した各構成部材
の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計
要求等に基づき種々変更可能である。
【００６８】
　例えば、上記実施形態では、樹脂材をＩＣチップ１２の周囲に塗布して裾部４０を形成
する手順としたが、これに限定されるものではなく、例えばＩＣチップ１２と配線基板３
０（インターポーザー１０）との隙間に、アンダーフィル樹脂からなる接合材１５を充填
する際に、周辺部に塗布する接合材１５を所定量多くし、ＩＣチップ１２を配線基板３０
に接合した際に接合材１５をＩＣチップ１２の周囲に溢出させて裾部４０を形成する手順
としてもよい。
　この場合、裾部４０（すなわち傾斜面４１）を形成するための工程を別途設ける必要が
なくなり、さらなる生産性の向上に寄与できる。
【００６９】
　また、上記実施形態では、接着材５及び接続配線２５を一括して硬化させることで生産
性の向上を図っているが、この他にも、Ａｇ等の導電性材料を含む液滴を吐出することで
、ＩＣチップ側接続パッド部１８、接続配線２５を同一工程で塗布形成し、その後、一括
的に焼成する手順としても、製造効率を向上させることができる。
　また、上記実施形態では、接続配線２５を印刷法により形成する手順としたが、これに
限定されるものではなく、液滴吐出法やめっき法にて形成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本実施形態に係る半導体モジュールの概略構成を示す斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ’線視断面図である。
【図３】本実施形態に係る半導体モジュールの要部を示す拡大平面図である。
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【図４】シリコンＩＣウエハ及びインターポーザーの基体となる配線基板を示す斜視図で
ある。
【図５】本実施の形態における半導体モジュールの製造手順を示す工程図である。
【図６】本実施の形態における半導体モジュールの製造手順を示す工程図である。
【符号の説明】
【００７１】
　１…半導体モジュール、　５…接着材（第２接合材）、　１０…インターポーザー、　
１０ａ…主面（第１面）、　１２…ＩＣチップ、　１２ａ…能動面、　１２ｂ…裏面、　
１４，１４’…受動部品、　１５…接合材、　１６…モールド材、　１８…ＩＣチップ側
接続パッド部（接続パッド）、　２１…接続パッド（導電接続部）、　２５…接続配線、
　４１…傾斜面

【図１】 【図２】

【図３】
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